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本書は一般の方々の便宜のた
め有志により作成されたもので、
Atmel社とは無関係であることを
御承知ください。しおりのはじめ
にでの内容にご注意ください。

AVR473 : ATAVRSB202ﾊｰﾄﾞｳｪｱ使用者の手引き

要点
■ Atmel® ATmega32HVBｽﾏｰﾄ電池装置評価と開発ｷｯﾄ
■ High側N-FET
■ 18ﾋﾞｯﾄCC-ADCと5mΩ抵抗での電流測定
■ 12ﾋﾞｯﾄ電圧ADCへのｾﾙ電圧用入力濾波器
■ 片面での全部品
■ 極性安全FET
■ ﾋﾟﾝ ﾍｯﾀﾞまたは線の配置用の穴
■ SPI経由ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞとﾃﾞﾊﾞｯｸﾞWIREｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ経由のﾃﾞﾊﾞｯｸﾞ用ISPｺﾈｸﾀ

1. 序説
AtmelのATAVRSB202ｽﾏｰﾄ電池基板はAtmel®

の新しいAVR®ﾃﾞﾊﾞｲｽのAtme ATmega32HVB
用の評価と開発のｷｯﾄです。このﾃﾞﾊﾞｲｽは2、
3、または4つのﾘﾁｳﾑ ｲｵﾝとﾘﾁｳﾑ ﾎﾟﾘﾏのｾﾙで
の電池ﾊﾟｯｸ用に作られ、非常に正確な電圧、
電流、温度の監視能力だけでなく、自律電池
保護も特徴です。このﾃﾞﾊﾞｲｽは危険な状態か
ら電池ﾊﾟｯｸと周囲を保護し、電池から多くを取
得する手段を提供します。

このｷｯﾄはここで資料化されたﾊｰﾄﾞｳｪｱとAtmel 
AVR474応用記述でのﾌｧｰﾑｳｪｱとで、ﾊｰﾄﾞｳｪｱ
とﾌｧｰﾑｳｪｱの両方から成ります。この基板はAt 
mel ATAVRSB200実演基板へ接続するための
端ｺﾈｸﾀを持ちますが、開発目的用に自立使用
もできます。

図1-1. Atmel SB202評価ｷｯﾄ

2. ﾊｰﾄﾞｳｪｱ
Atmel SB202基板は端ｺﾈｸﾀ、主領
域、ｺﾈｸﾀと支援の領域の3つの部分
から成ります。主領域は電池ﾊﾟｯｸ設
計で必要とされる全ての回路を含み
ます。

図2-1. SB202単位部配置

2.1. 主領域

主領域はAtmelのATmega32HVBﾃﾞﾊﾞｲｽ、充電と放電のN-FET、5mΩ検出抵抗、ﾃﾞｶｯﾌﾟ(雑音
分離)ｺﾝﾃﾞﾝｻ、電圧と電流のADCとESD保護用の濾波器の抵抗とｺﾝﾃﾞﾝｻから成ります。
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2.2. ｺﾈｸﾀと支援の領域

ｺﾈｸﾀ領域は表2-1.、表2-2.、表2-3.で示されるように、多数の信号とﾃﾞﾊﾞｲｽ ﾋﾟﾝへのｱｸｾｽを与えるために1×2、1×5、2×12ﾋﾟﾝを持
つ3つのﾋﾟﾝ ﾍｯﾀﾞ用の穴を含みます。2.54mm間隔のﾋﾟﾝ ﾍｯﾀﾞまたは配線をここに半田付けすることができます。実装書き込み用のｺ
ﾈｸﾀは面実装です。最後に、この領域は以降の副項でもっと詳細に記述される基板IDｼｽﾃﾑを含みます。

表2-1. 1×2ﾋﾟﾝ ﾍｯﾀﾞ穴で得られる信号

説明名前

電池ﾊﾟｯｸ正入出力、BATTﾋﾟﾝにも接続PACK+ (J1)

電池ﾊﾟｯｸ負入出力(GND)PACK- (J2)

表2-2. 1×5ﾋﾟﾝ ﾍｯﾀﾞ穴で得られる信号

説明名前

積層ｾﾙ正極/ｾﾙ4正入力CELL+/PV4 (J3)

ｾﾙ3正入力PV3 (J4)

ｾﾙ2正入力PV2 (J5)

ｾﾙ1正入力PV1 (J6)

積層ｾﾙ負極CELL-/NV (J7)

表2-3. 2×12ﾋﾟﾝ ﾍｯﾀﾞ穴で得られる信号

説明名前

基準電圧正側ﾋﾟﾝVREF (J32)

基準電圧GNDﾋﾟﾝVREF GND (J33)

VFETﾋﾟﾝ、ﾃﾞﾊﾞｲｽへの供給電圧VFET (J21)

電圧調整器出力ﾋﾟﾝVREG (J19)

ﾘｾｯﾄ ﾋﾟﾝReset (J18)

GNDﾋﾟﾝGND (J20)

釦ｽｨｯﾁ入力ﾋﾟﾝPA3 (J31)

(未使用)PA2 (J30)

外部NTC2のA/D変換器入力PA1 (J29)

外部NTC1のA/D変換器入力PA0 (J28)

SPI MISOﾋﾟﾝPB7 (J17)

SPI MOSIﾋﾟﾝPB6 (J16)

SPI SCKﾋﾟﾝPB5 (J15)

LED1出力ﾋﾟﾝPB4 (J14)

LED2出力ﾋﾟﾝPB3 (J13)

LED3出力ﾋﾟﾝPB2 (J12)

LED4出力ﾋﾟﾝPB1 (J11)

LED5出力ﾋﾟﾝPB0 (J10)

(未使用)PC5 (J27)

SMBus/TWIｸﾛｯｸ ﾋﾟﾝPC4 (J26)

SMBus/TWIﾃﾞｰﾀ ﾋﾟﾝPC3 (J25)

単線USARTﾋﾟﾝ (未使用)PC2 (J24)

副次的保護発生入力 (未使用)PC1 (J23)

外部保護入力ﾋﾟﾝPC0 (J22)

実装書き込み(ISP:In-System Programming)はSPIﾊﾞｽ ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ経由で可能です。表2-4.は接続を示します。代替ﾋﾟﾝ名も記されま
す。

表2-4. ISPｺﾈｸﾀ(J2)信号

説明ﾋﾟﾝ番号名前

直列ﾃﾞｰﾀ出力 (PB7)1MISO

2VCC

3SCK

直列ﾃﾞｰﾀ入力 (PB6)4MOSI

5RESET

6GND 接地

供給電圧

ﾘｾｯﾄ信号(Low活性)

直列ｸﾛｯｸ (PB5)
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2.2.1. 極性安全FET

入力に接続されるGNDに関して負の電圧(逆極性を持つ充電器)はｹﾞｰﾄでの接地電位で放電FETのｿｰｽを負電圧に引き、FETはON
のようになります。充電FETのﾀﾞｰｵｰﾄﾞが放電を伝導するため、この場合にAtmelのATmega32HVBがそれを停止できずに電池ｾﾙの
大電流流れ出しになります。放電FETのｿｰｽを負入力電圧に引っ張るﾊﾟｯｸ入力のFET(Q3)はこの状況を避けるための設計に含まれ
ます。これは設計に於ける任意選択部品ですが、主領域に含められます。

2.2.2. 基板IDｼｽﾃﾑ

基板認識ｼｽﾃﾑはどの基板が挿入されているかを認証することをAtmelのSB200に許すために含められます。配線と従ってこれの応
答はAtmelのSB202でと同じで、故に使用者はそれが2、3、4ｾﾙ応用の場合にｿﾌﾄｳｪｱで選択しなければなりません。基板IDｼｽﾃﾑは
SB202の自立使用やATmega32HVBでの設計に関しては無関係です。

2.2.3. ｾﾙ平衡

ATmega32HVBは内部ｾﾙ平衡FETを含みます。ｾﾙ平衡は内部抵抗によって制御され、SB202上のNV,PV1,PV2,PV3,PV4間のFET
を許可します。ｾﾙ平衡電流は直列抵抗のR12,R13,R15,R16,R17で制限されなければならず、またATmega32HVBﾃﾞｰﾀｼｰﾄで指定さ
れた範囲でなければなりません。

2.3. 端ｺﾈｸﾀ

端ｺﾈｸﾀはSB200実演基板への素早く安全な接続を提供します。

3. Atmel SB202への電池接続
SB202は直列2、3、4ｾﾙ電池ﾊﾟｯｸ用に作られています。接続は以降の副項で記述されます。

警告: ﾘﾁｳﾑ ｲｵﾝ電池は不正に扱われた場合に安全性の危険を示すかもしれないので注意して扱われなければなりません。ﾘﾁｳﾑ ｲ
ｵﾝ電池応用の開発はこのような電池の正しい使用と扱いの経験と知識を持つ人によって行われることが重要です。

3.1. 4ｾﾙSB202応用

直列4ｾﾙでの応用に対しては図3-1.で示されるように、ｾﾙ1の負極をCELL-に、ｾﾙ1の
正極とｾﾙ2の負極をPV1に、ｾﾙ2の正極とｾﾙ3の負極をPV2に、ｾﾙ3の正極とｾﾙ4の負
極をPV3に、最後にｾﾙ4の正極をCELL+/PV4にｾﾙを接続してください。

PACK+とPACK-を通して電池を充放電してください。

ﾃﾞﾊﾞｲｽの開始、従って多分FETの開放には充電器によって充電条件が始められなけ
ればなりません。

図3-1. 直列4ｾﾙ ﾊﾟｯｸのSB202への接続

CELL+/PV4

PV3

PV2

PV1

CELL-/NV

3.2. 3ｾﾙSB202応用

直列3ｾﾙでの応用に対しては図3-2.で示されるように、ｾﾙ1の負極をCELL-に、ｾﾙ1の
正極とｾﾙ2の負極をPV1に、ｾﾙ2の正極とｾﾙ3の負極をPV2に、ｾﾙ3の正極をPV3にｾﾙ
を接続してください。PV3とCELL+/PV4はAtmel SB200上のPCB配線または線を通して
接続されるべきです。SB202が側面ｺﾈｸﾀを通してSB200に接続されている時は、SB200
のｼﾞｬﾝﾊﾟがｾﾙ数を示す正しいｿｹｯﾄに装着されるべきです。このような場合に於いて不
正なｼﾞｬﾝﾊﾟ位置が回路短絡の危険をもたらすかもしれないことに注意してください。SB 
202が(SB200なしで)開発に自立で使用される場合、接続を作成するために線が半田
付けされることが必要です。

PACK+とPACK-を通して電池を充放電してください。

ﾃﾞﾊﾞｲｽの開始、従って多分FETの開放には充電器によって充電条件が始められなけ
ればなりません。

図3-2. 直列3ｾﾙ ﾊﾟｯｸのSB202への接続

CELL+/PV4

PV3

PV2

PV1

CELL-/NV

配線
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3.3. 2ｾﾙSB202応用

直列2ｾﾙでの応用に対しては図3-3.で示されるように、ｾﾙ1の負極をCELL-に、ｾﾙ1の
正極とｾﾙ2の負極をPV1に、ｾﾙ2の正極をPV2にｾﾙを接続してください。PV2とCELL+/ 
PV4はAtmel SB200上のPCB配線または線を通して接続されるべきです。SB202が側面
ｺﾈｸﾀを通してSB200に接続されている時は、SB200のｼﾞｬﾝﾊﾟがｾﾙ数を示す正しいｿｹｯ
ﾄに装着されるべきです。このような場合に於いて不正なｼﾞｬﾝﾊﾟ位置が回路短絡の危
険をもたらすかもしれないことに注意してください。SB202が(SB200なしで)開発に自立
で使用される場合、接続を作成するために線が半田付けされることが必要です。

PACK+とPACK-を通して電池を充放電してください。

ﾃﾞﾊﾞｲｽの開始、従って多分FETの開放には充電器によって充電条件が始められなけ
ればなりません。

図3-3. 直列2ｾﾙ ﾊﾟｯｸのSB202への接続

CELL+/PV4

PV3

PV2

PV1

CELL-/NV

配線

配線

4. 副次的保護
この基板は副次的な保護回路用の配線ﾊﾟﾀｰﾝを持ちます。これは基板上の副次的な保護を許可するのに利用可能な配置ﾊﾟﾀｰﾝに
半田付けすることができます。

副次的な保護回路の配置ﾊﾟﾀｰﾝはSEIKOの保護回路(部品番号:S-8244AAGPH-CEGTFG(4.45V))用に作られています。

保護ﾋｭｰｽﾞの配置ﾊﾟﾀｰﾝはSONYのﾋｭｰｽﾞ(部品番号:SFH-1412A)用です。このﾋｭｰｽﾞに半田付けするにはそれの真下の配線ﾊﾟﾀｰﾝ
を切断しなければなりません。

ﾋｭｰｽﾞを飛ばすFETはﾋｭｰｽﾞを飛ばすための電流に対して評価されたSOT-23外囲器の何れかのFETにすることができます。配置ﾊﾟ
ﾀｰﾝはPMV31XN FET用に作られています。

抵抗器とｺﾝﾃﾞﾝｻの配置ﾊﾟﾀｰﾝは0402 SMD外囲器用に作られています。

5. ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ
この基板はISPｿｹｯﾄ経由でAtmelのSTK®500、AtmelのSTK600、AtmelのAVRISP/AVRISPmkⅡ、AtmelのAVR JTAGICEmkⅡ、Atme 
lのAVR DragonTMでﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞすることができます。接続についてはAtmelのATmega32HVBﾃﾞｰﾀｼｰﾄとAtmelのAVR Studioﾍﾙﾌﾟを
ご覧ください。

6. ﾃﾞﾊﾞｯｸﾞ
AtmelのATmega32HVBはAVR JTAGICEmkⅡまたはAVR DragonのどちらかとでﾃﾞﾊﾞｯｸﾞWIREｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ経由でのﾁｯﾌﾟ上ﾃﾞﾊﾞｯｸﾞが
特徴です。

許可されていない場合、ﾃﾞﾊﾞｯｸﾞWIREｲﾝﾀｰﾌｪｰｽはISPｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ経由で許可され、そしてﾃﾞﾊﾞｯｸﾞ後に再びISPを許可するために禁
止されなければなりません。これはAVR Studioのﾍﾙﾌﾟで記述されます。ATmega32HVBをﾃﾞﾊﾞｯｸﾞWIRE許可(DWEN)ﾋｭｰｽﾞONのまま
にすると、消費電流が増します。

7. Atmel SB202電源投入
ﾊﾟﾜｰｵﾌ動作形態からﾃﾞﾊﾞｲｽを起こす、従ってﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞや動作を許可する方法についてはATmega32HVBのﾃﾞｰﾀｼｰﾄをご覧くださ
い。AtmelのSB200は自動及び手動でのこの機能を提供します。

8. SB200でSB202使用時の考慮
警告: 選んだｾﾙ数よりも多くのｾﾙを実装したSB200でのSB20x接続は、いくつかの配線が短絡されるかもしれないので、配線の破壊

に帰着するでしょう。正しいｾﾙ数と正しい基板を確実に使用してください。

9. 仕様
最大継続電流 : ±6A
最大入力電圧 : 16.8V

表9-1. 代表的な消費電流

活動動作 (μA)周波数 (MHz)

7601

ｱｲﾄﾞﾙ動作 (μA)

215

ﾊﾟﾜｰｾｰﾌﾞ動作 (μA)

85

応用の消費電流はﾌｧｰﾑｳｪｱとATMELのATmega32HVBが活動で通信があるか否かに依存します。
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10. 回路図
AtmelのSB202の回路図はAtmelのAVR application notesからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞすることができる.zipﾌｧｲﾙで提供されます。普通の回路図の
小さな版が図10-1.で示されます。

図10-1. SB202用回路図
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11. 部品配置
AtmelのSB202の部品配置はAtmelのAVR application notesからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞすることができる.zipﾌｧｲﾙで提供されます。SB202の小さな
版が図11-1.で示されます。

図11-1. 組み立て図

12. 部品表
部品表はAtmelのAVR application notesからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞすることができる.zipﾌｧｲﾙで提供されます。

13. 評価基板/ｷｯﾄ重要通知
この評価基板/ｷｯﾄは工作、開発、実演を促進する、または評価目的だけの使用を意図されています。これは完成された製品ではな
く、(基板/ｷｯﾄに於いて他の方法で注記されるかもしれないのを除き、)ﾘｻｲｸﾙ(WEEE)、FCC、CE、またはULの電磁適合性に関連す
る制限や指令なしで完成製品へ応用できる、含めることの何かまたは何れかの技術的または法律上の必要条件に(未だ)適合しない
かもしれません。Atmelは販売者と更にその先の使用者単独の危険に於いて、全ての障害と共に何の保証もなく、"現状そのまま"で
この基板/ｷｯﾄを供給しました。使用者は商品の適切で安全な取り扱いのために全ての義務と責任を負います。また使用者は商品の
使用や取り扱いから起こる全ての請求からAtmelを保護します。製品の開放構造のため、静電放電と他のどんな技術的または法的な
利害関係に関して何れか若しくは全ての適切な予防処置を取るのは使用者の責任です。

上で述べる保障の範囲までを除き、使用者とAtmelは間接、特別、付帯的、または必然的な損害に関して互いに責任がないでしょ
う。

そのようなAtmelの製品やｻｰﾋﾞｽがあるかもしれない、または使用されることに於いて、どんな機械、処理、または組み合わせに関連
または網羅するAtmelのどんな特許権や他の知的財産の下でも承諾は全く授けられません。

郵便住所: Atmel Corporation, 2325 Orchard Parkway, San Jose, CA 95131

Copyright © 2011, Atmel Corporation
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